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[はじめに] 

近年, コランダム構造酸化ガリウム(-Ga2O3)

はバンドギャップエネルギーが大きいことか

ら深紫外検出器への応用に期待されている

[1]. -Ga2O3はミスト CVD 法[3]や HVPE 法[4]

などの成長手法を用いて得られている. ミス

ト CVD 法は, 超音波振動子によって霧状にし

た溶液をキャリアガスによって熱した炉に送

り込む簡便な手法である . しかし , ミスト

CVD 法による-Ga2O3 の成長メカニズムは不

十分である.サファイア基板上に直接成長した

-Ga2O3 において面内方位制御された単結晶

膜の報告がなされているが[4], 双晶がわずか

に混在して成長することも報告されている[3, 

5]. 本研究では, -Al2O3基板上-Ga2O3のミス

トCVD成長においてガス種(O2またはN2)によ

る双晶の形成への影響を検討した. 

 

[実験方法] 

ミストCVD法により, (0001)-Al2O3基板上に

Ga2O3薄膜を 1 時間かけて成長した. 出発原料

には Ga(C5H7O2)3 を用いた. 出発原料に超純水

で 0.05mol/Lの濃度の溶液になるように調製し

た後 , 36%の濃塩酸を加えて塩酸濃度を

0.28mol/L となるようにした. 成長温度を 500 

ºC とし, キャリアガスと希釈ガスを共にO2ま

たは N2を使用した. 結晶構造の評価に XRD  

スキャン測定を行った. 

 

[実験結果と考察] 

Fig. 1, 2に(0001)-Al2O3基板上にO2ガスまた

は N2 ガスを使用して成長した-Ga2O3 薄膜

10-14のXRD  スキャン測定結果を示す. どち

らのサンプルも, -Al2O3 基板と同じ角度に

-Ga2O3 の 3 本のピークを確認した. しかし, 

O2ガスを使用した場合は, 加えて 180º 回転し

た 3 本のピークを確認した. この結果から, 

ガスの種類は回転ドメインの形成に影響を与

えている. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. XRD  scan pattern for 10 4 diffraction  for 

-Ga2O3 grown using O2 gas. The pattern for -Al2O3 is 

also shown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 XRD  scan pattern for 10 4 diffraction  for 

-Ga2O3 grown using N2 gas. The pattern for -Al2O3 is 

also shown. 
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